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(54) Title: FIELD EFFECT TRANSISTOR WITH LOCAL SOURCE/DRAIN INSULATION AND ASSOCIATED METHOD OF
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(54) Bezeichnung: FELDEFFEKTTRANSISTOR MIT LOKALER SOURCE-/DRAINISOLATION SOWIE ZUGEHORIGES
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(57) Abstract: The invention relates to a field effect transistor with local source/drain insulation and to an associated method of
production. An interspaced source recess (SV) and a drain recess (DV) are created in a semiconductor substrate (1) and a recess
€ insulating layer (VI) is formed at least in a bottom area of the source and drain recess (SV, DV) and an electric conducting filling
layer (F) is placed in said source and drain recesses (SV, DV) in order to create source and drain areas (S, D). A field effect transistor
is thus provided, exhibiting reduced junction capacities, together with a gate dielectric (3) and a gate layer (4).

[Fortsetzung auf der nichsten Seite]



DV) and an electric conducting filling layer (F) is
pl aced in said source and drain recesses (SV DV) in
order to create source and drain areas
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(3) and a gate Iayer (4).

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen Feldeffekttransistor mit lokaler Source-/Drainisolation sowie ein zugehdriges
Herstellungsverfahren, wobei in einem Halbleitersubstrat (1) eine Sourcevertiefung (SV) und eine Drainvertiefung (DV) voneinander
beabstandet ausgebildet sind und eine Vertiefungs-Isolationsschicht (VI) zumindest in einem Bodenbereich der Source- und Drain-
vertiefung (SV, DV) ausgebildet ist und eine elektrisch leitende Fiillschicht (F) zur Realisierung von Source- und Draingebieten (S,
D) die Source- und Drainvertiefungen (SV, DV) auffiillt. Gemeinsam mit einem Gatedielektrikum (3) und einer Gateschicht (4)
erhdlt man auf diese Weise einen Feldeffekttransistor mit verringerten Junction-Kapazitéten.



